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光無線給電はレーザと太陽電池を用いて長距離伝送が可能な遠隔給電である[1]。単色のレーザ

光を受光する場合、短波長の光を用いてバンドギャップの大きな材料で光電変換することで電圧

効率は高くなる。そこで高効率な青色レーザを受光するのに適した材料の検討を行っている[2]。  

今回は 2元材料で放熱性が良い GaP[3],[4]の pn接合構造に電極をつけた素子を作製し青色レーザ光

（波長 450 nm）照射時の特性を評価したので報告する。 

デバイスの層構造を Fig. 1 に示す。有機金属気相成長（MOVPE）法を用いて p-GaP 基板上に 

700 ℃で結晶成長した。Fig. 2中の写真のような開口 200 µm角の窓型電極をつけて受光デバイス

とした。無反射コーティングは施していない。光照射には波長 450 nm、光出力約 500 mWの青色

のマルチモードレーザを使用し、レンズで約 2 mm2のスポットサイズにして電極付近に照射し、

電気出力特性を評価した。デバイスは電極開口外で発生したキャリアも電極で捕獲する構造にな

っているため、量子効率を算出できていないが、光照射強度がおよそ 25 W/cm2と見積もられると

きの電流―電圧（I-V）特性を Fig. 2に示す。開放電圧（Voc）は 1.70 Vであり、450 nmの入射光

（2.76 eV）に対する電圧効率は 61.6 %であった。格子整合系で低転位な GaP系材料は短波長帯光

無線給電用光電変換素子の材料として有望であると考える。今後電極の最適化によりフィルファ

クタなどの特性向上を目指す。 
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Fig. 2 I-V characteristics of fabricated GaP device 

under blue laser irradiation. Inset is top view of 

electrode. 
Fig.1 Cross section of fabricated GaP device.  

第81回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2020 オンライン開催)9p-Z13-13 

© 2020年 応用物理学会 03-130 3.13


